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【はじめに】 

 太陽電池は、空気を汚染せず、化石燃料を必要としないクリーンなエネルギーが得られるなど、

潜在的に多くの利点がある。現在主流である単結晶 Si太陽電池は、変換効率が比較的高い特徴を

有しているが、製造コスト、材料コストの低減が求められている。高性能化を念頭に、スパッタ

リング法によるドープをした p型シリコン基板に対して ELA( Excimer Laser Annealing) を施し、

接合を調べた。さらに接合改善の水素アニールを行い、光電変換特性の改善の評価を行った。 

【実験および結果】 

 p 型 Si基板上（抵抗率～10 Ωcm）に燐ドープ Si膜 (50 nm厚) をスパッタ法により製膜した。

その後、試料に 1400 mJ/cm2のエキシマレーザー光（351 nm）を 100 ショット照射し、水素アニ

ールを 450℃で 30～90 分行った。一方、理想的なｎ＋ｐ接合構造セルに対してデバイスシミュレ

ーションを行い、素子性能の比較検討を行った。エキシマレーザアニールにより、ドープ Si膜と

Si 基板の界面付近に形成される結晶性が向上することを確認した[2]。図１に示す変換効率の測定

結果より、各温度で水素アニールを行った試料に対し、変換特性が向上した。450℃の場合で、最

も高い変換効率 8.4％が得られた。理想的な単結晶階段接合構造セル（シミュレーション結果）の

変換特性 10.7％には及ばないが、レーザーアニール後の水素化の条件により、接合付近での欠陥

密度が低減されて特性が向上することがわかった。 

  
図 1 1400mJ/cm2  各温度水素アニール後の変換効率            図 2  理想的な接合セルとの変換特性比較 
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